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１．概要（Summary） 
膜タンパク質の一種であるイオンチャネルは、創薬

における重要なターゲットである。近年では、心筋に

多く存在し、薬物と反応することにより致死性の不整

脈を誘発するイオンチャネルに特に注目が集まって

おり、イオンチャネル電流を記録し評価することの重

要性が益々高まっている。本評価系を構築するにあた

り、我々は生体膜の基本構造である脂質二分子膜を人

工的に形成させた膜系にイオンチャネルを包埋した

再構成法を用いてきた。これまでに、半導体微細加工

プロセスによって作製したシリコン（Si）チップを膜

の保持体とすることにより、安定性に優れた自立型脂

質二分子膜が形成できることを報告してきた。本プロ

セスでは、SiN を堆積した Si ウェハを出発材料とし

て用いてきたが、昨年度の研究により、東北大学試作

コインランドリ（μSIC）にて成膜した SiN において

も、膜形成やイオンチャネル電流計測が問題なく行え

ることを見出している。本年度は、μSICでの SiN の

成膜の再現性について確認し、SiN の成膜工程を全て

μSIC へと移行できるか、その可能性について検討し

た。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
・ LP-CVD（SiN および SiO2）装置 システムサービス社 
【実験方法】 

Figure 1 のような手順によって、片面のみに LP-CVD 
SiN膜を有するSiウェハを作製した。その際、図中の第5
工程において、熱りん酸による処理のみを行うか、または

予めレジストを除去した後に熱りん酸による SiN エッチン

グを行うか、をそれぞれ試行し、これらの作製プロセスに

問題が生じないかどうかの検証を行った。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
第 5 工程において、熱りん酸による処理のみを行ったと

ころ、所々に Si 表面が露出してしまった。熱りん酸はレジ

ストを溶かす性質があることから、レジストの除去と裏面の

SiN のエッチングとを同時に行うことができると予想してい

たが、予期せぬ反応が進行したようである。一方、予めレ

ジストを SPM（硫酸と過酸化水素との混合溶液）によって

除去した場合は、その後のプロセスを含め問題は起こらず、

Ｓｉウェハ上に片面のみ SiN 層を堆積することができた。本

作製手順により、複数ウェハに対しても再現性よく SiN 層

を成膜することができた。今後は本課題で確定したプロセ

スを活用し、Si チップの作製・脂質二分子膜の形成、およ

びイオンチャネル電流評価系の構築を行っていく方針で

ある。 
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  Fig. 1. Fabrication procedure for SiN/Si substrate. 


